






























专利名称(译) 薄膜晶体管 - 液晶显示器，具有暴露栅极岛的部分的绝缘层
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摘要(译)

公开了一种TFT-LCD阵列基板的像素单元及其制造方法。在该制造方法
中，除了第一绝缘层和钝化层之外，采用第二绝缘层覆盖栅极岛，并在
栅极岛上形成开口，以暴露栅极岛的沟道区，源极区和漏极区。TFT。
利用灰色调掩模和光致抗蚀剂剥离工艺进行图案化，从而可以仅用三个
掩模实现TFT-LCD阵列基板。
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